Permitivité du vide (permittivity of free space)
E0=8.854e-18F/um 
E0 = 8.854e-14F/cm  
E0 = 8.854e-12F/m
Er=3.97 for SiO2
Cox=E0*Er/tox
E0 = 8.854e-14F/cm  et  Tox = 9E-9m = 9E-7cm
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	p=100cm²/VS


Kp/Kn  A/V²
http://paristech.iota.u-psud.fr/site.php?id=80&fileid=1388
http://1000conversions.com/longueur_metric.php

////// Unité : le centimètre : Exemple valide
E0 = 8.854e-14F/cm  et  Tox = 9E-9m = 9E-7cm



A/V²
/////////////////////////////////////
http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee140/sp11/solutions/hw11.sol.ee140.s11.pdf


Le corrigé donné 144.8
////////////////////////////////////


Pour Tox = 4E-9 alors Cox = 8.784E-15 F/um²
For a NMOS: u0 = 670 cm^2/(V*s)
For a PMOS: u0 = 250 cm^2/(V*s)
la mobilite μn diminue si la temp´erature augmente (car les collisions subies
par les ´electrons sont plus fr´equentes) et la tension de seuil Vt diminue d’en-
viron 2 mV `a chaque ´el´evation d’un degr´e celcius
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